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제조 방법 중 는 저온과 저비용 등의 이점으TFT LTPS (Low Temperature Polycrystalline Silicon)
로 인하여 제작에 널리 사용된다 이동도와 전류 점멸비 등에서 이점을 가지는flat panel display .

가 널리 사용되고 있지만 이 방법은 등의 문제점을 가ELA(Excimer Laser Annealing) , uniformity
지고 있다 이를 극복하기 위한 방법으로 이 사용되. MICC(Metal Induced Capping Crystallization)
고 있다 이 방법은. SiNx, SiO2 등의 를 로 위치시키고 등의, SiON capping layer diffusion barrier , Ni
금속을 에 도핑 한 뒤 다시 한번 열처리를 통하여 에 을 확산시키킨다capping layer , a-Si Ni . a-Si
층에 도달한 들이 로 작용하여 가 매우 큰 을 제작할 수 있다 채널의Ni seed Grain size film . grain

가 클 경우 에 의한 캐리어 을 줄일 수 있기 때문에 방법을 사용size grain boundary scattering MIC
하였음에도 에 버금가는 소자의 성능과 안정성을 얻을 수있었다 본 연구에서는ELA . large grain

의 에 따른 소자의 안정성 측정 및 분석에 목표를 두었다TFT Gate bias stress .


